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청

청  1 

다  단계  포 는 개시  사 는 상 착 (iCVD)   고  막  :

(a) iCVD 에  공 체가    고 고 시키는 단계; 

(b) 단량체  개시  iCVD 에 여 상   공 체가   상에  단량체   통

고  착시키는 단계,

상   공 체는 폴리(S-r- 닐 ) 고,

상  단량체는 4-비닐 리 (4-vinyl  pyridine,  4VP),  2,4,6,8- 트 틸-2,4,6,8- 트 비닐시클 트 실

산(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl  cyclotetrasiloxane,  V4D4),

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-헵타 카 루 실 타크릴 트(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,

10,10-heptadecafluorodecyl  methacrylate,  PFDMA),  에틸 리 크릴 트

(diethyleneglycoldiacrylate, DEGDA), 틸 미 에틸 타크릴 트 또는 타크릴산 .

청  2 

삭

청  3 

1 에 어 ,

상  (b) 단계는 25~45℃  도  150~350mTorr  에  10 ~12시간 동  는 것  특징  는

고  막  .

청  4 

1 에 어 ,

상  단량체  개시  도는 각각 20~100℃  20~100℃ 고, 상    챔  내  트  도

는 각각 10~100℃  100~500℃  것  특징  는 고  막  .

청  5 

삭

청  6 

1 에 어 ,

상  (b)  단계에  상  단량체  상  개시  량비는  1:1~4:1  것  특징  는  고  막

.

청  7 

1 에 어 ,
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상  개시 는 식 1 내지 식 5  사 드(peroxide)   (benzophenone)  

 에  나 상 택 는 것  특징  는 고  막  :

[ 식 1]

[ 식 2]

[ 식 3]

[ 식 4]

[ 식 5]

.

청  8 

1 에 어 ,

상  고  께는 1nm~10㎛  것  특징  는 고  막  .

청  9 

폴리(S-r- 닐 )에 pDEGDA가 1nm~100nm  께  어 고, 100  사 클 후 량

 900~1500mAh/g  것  특징  는 리튬-  차 지  극.

 

   

본  개시  사 는 상 착 (iCVD)   고  막  에  것 , [0001]

욱 상 게는 iCVD 에  공 체가    고 고 시키고 단량체  개시  iCVD 

에 여 상   공 체가   상에  단량체   통  고  착시키는 개시  사

는 상 착 (iCVD)   고  막  에  것 다.

 경  
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리튬 차 지는 고에 지 도  가지는 것  나  컴퓨  등   뿐만 니  [0003]

브리드(hybrid) 동차,  동차,    시  등에 다 게 고 다.  같  리튬

차 지  나 , 근 극 질  (sulfur)  고, 극 질  리튬  여, 리튬과  

에  는 리튬-  차 지가 주  고 다.

리튬-  차 지에 는  1개에 는 리튬   2개 ,  에 비  가볍  에,[0004]

리튬-  차 지  비 량  상시킬  다는  다. 그러나 리튬-  차 지는  리튬  

지에 비   에 지 량  지 에도 고, / 간에  극에  생 는 Sx
2-
가 질  

고 에 비가역  어   지닌 질  지  감 는 상  나타난다.

 , 에 지 량  격  감 고,  매우 짧다는 가 어 상 지 못 고 는 실 다.

 결 고 , 극 질   나 미  규  감싸  Sx
2-
  리  막거나,  착[0005]

는  에 많  보고 었지만, 공  복 고 비싸다는 단  다. 상  고 단

 공 ,  단  과   결  고  공 체  에   연 가  진 었다.

Poly(S-r-DIB)  차 지 극  여 량    상시 지만, Sx
2-

  

 막지는 못 다.

또   극과 리막 사 에 산 지막  가   Sx
2-
  막는 에 여 연 었[0006]

지만,  극과 산 지막 사   균  에, 틈 사 에 질  산 어 나  후 

 생 는 질 감  가 다.

에, 본 들  상   결  여   결과, 개시   상 착 공  iCVD[0008]

공  여  극 에 고  막  균 게 착 여 극   경우,  리튬-  차 지

 Sx
2-

 산 상  과  지  에 지 량   보   는 리튬-  차 지

극  경    다는 것  고 본  게 었다.

 내

결 는 과

본   리튬-  차 지   Sx
2-

 산 상  과  지 는 에 지 량  [0010]

보  고  막, 특  리튬-  차 지  극  경   공 는  다.

과  결 단

상   달  여, 본  (a) iCVD 에  공 체가    고 고 시키[0012]

는 단계;  (b) 단량체  개시  iCVD 에 여 상   공 체가   상에  단량체

 통  고  착시키는 단계  포 는 개시  사 는 상 착 (iCVD)   고

 막   공 다.

또 , 본  폴리(S-r- 닐 )에 pDEGDA가 1nm~10㎛  께  어 고, 100  사 클[0013]

후 량  900~1500mAh/g  것  특징  는 리튬-  차 지  극  공 다.

 과

본 에  iCVD  여 고 가  리튬-  차 지  극  Sx
2-

 산 상  과  [0015]

지 과 동시에 에 지 량   보   , 경  과가 다.

도  간단  

도 1  본   실시 에  poly(S-r-DIB) 극에 iCVD  여 고  는 공  개[0017]

 도시  도 다.
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도 2는 본   실시 에  pDEGDA 고 가  웨 (wafer)   각(water contact angl

e)  도시  단 도 다.

도 3  본   실시 에  DEGDA 단량체  pDEGDA고  FT-IR 그 다.

도 4는 본   실시 에  iCVD 공  통  다  고  SDIB 에  후 측   

각  도시  도 다(p4VP: poly 4-vinyl pyridine; pDEGDA: poly diethyleneglycoldiacrylate; pV4D4: poly

2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl  cyclotetrasiloxane;  pPFDMA:  poly

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 heptadecafluorodecyl methacrylate)

도 5는 본   실시 에  SDIB  에 pMAA 고  iCVD 공  통   실시  /후에

측   각  도시  도 다.

도 6  본   실시 에  SDIB   에 pDMAEMA  고  iCVD  공  통   실시

/후, 에 척  후  각  측  결과  도시  도 다.

도 7  본   실시 에  iCVD   pEGDMA  후  트(tape test)  고  막과

SDIB  간  착   도 다.

도 8  본   실시 에  iCVD   pDVB  후  트(tape test)  고  막과

SDIB  간  착   도 다.

도 9는 본   실시 에  pDEGDA가  SDIB 과 어(bare) SDIB 에 클 포   

 실시  /후에 측   각  도시  도 다.

도 10  본   실시 에  어(bare) SDIB  pDEGDA가  SDIB 에  DOL/DME 매  각

 도시  도 다.

도 11  본   실시 에  iCVD  극  능  측  결과 다.

 실시   체  내

다  식  지 는 , 본 에  사  든   과  어들  본  는 [0018]

에   가에  통상  는 것과 동  미  갖는다. , 본 에

사   본  에    고 통상  사 는 것 다.

본 에 는 개시   상 착 공  iCVD 공  여  극 에 고  막  균 게[0020]

착 여 극   경우,  리튬-  차 지   Sx
2-

 산 상  과  지 여 에

지 량   보  리튬-  차 지  경    다는 것  다.

, 본   에 , (a) iCVD 에  공 체가    고 고 시키는 단계;[0022]

 (b) 단량체  개시  iCVD 에 여 상   공 체가   상에  단량체   통

 고  착시키는 단계  포 는 개시  사 는 상 착 (iCVD)   고  막

에  것 다.

본  에  는  개시  사 는  상 착  (iCVD)는  상  개시 (initiator)  칼[0024]

(radical)  여 단량체   키는 치 다. 개시 는 tert-butyl peroxide(TBPO)  같  과산

(peroxide)  주  사 는 ,  질  110 도  끓는  갖는  질 ,  150 후에  열

 게 다. 상  개시  tert-butyl peroxide(TBPO)  같  열에  어 칼  는 것

말고도, UV  같  빛에 도 어 칼  는 (benzophenone) 등   도 다.

iCVD 공  가열  트 열원 나 UV 등  에 지 공  막  착  어나  에  [0025]

막 착  CVD 공 과 크게 다  것  없어 보 지만, iCVD 공  200℃에  350℃사  낮  트 도

에  공  루어지 , 고  막  착 는   도가 10~50℃  낮게 지   다. 런 낮

  도  , iCVD는 나 감 같  계   격에  여러  에 고  막  

는 에 게 쓰   다. 그리고, 50mTorr에  1000mTorr 사  진공상태에  공  루어지  

에 고진공 비가 지 , 단량체  개시   주 브에  다.

iCVD  건식공 , 균 고 우  질   규    다. 특    극에[0027]
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비  우  능  지닌 poly(S-r-DIB) 극 에  ,  고  공 체간  강  

  욱 뛰어난 착 과  보 다.

상   공 체가   집 체에  공 체, 탄  도 재, ,   포 는  도[0029]

포시킴    다.

상  (a) 단계 에 iCVD  단량체 통에 단량체  고 30~45  가열 는 단계  iCVD  개시[0030]

통에 개시  고 상  지 는 단계  가    다.

상   공 체는 폴리(S-r- 닐 )  것  직 다.[0031]

상  공  25~45℃  도  150~350mTorr  에  10 ~12시간 동    다. , 도가 25℃[0032]

미만  경우 릿(foggy) 게 착   고, 45℃  과  경우 착 도가 느 지는 가 , 상

내 챔   150mTorr 미만 거나 350mTorr  과  경우 착  루어지지 거나 착 도가 느

지는 가 다. 그리고. 상  착시간  착 께   므 , 착시간  10 ~12시간  어날

경우 착 께가 거나 꺼워지게 는  다.

또 , 본 에 어 , 단량체  개시  도는 각각 20~100℃  20~100℃ 고, 상    챔  내[0033]

 트  도는 각각 10~100℃  100~500℃   다. 상   도에   량   착

  다.

본 에 어 , 상  단량체는 비닐  가진 단량체 , 4-비닐 리 (4-vinyl pyridine, 4VP), 2,4,6,8-[0035]

트 틸-2,4,6,8- 트 비닐시클 트 실 산(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl

cyclotetrasiloxane,  V4D4),  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-헵타 카 루 실 타크릴 트

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl methacrylate, PFDMA), 1,3,5-트리 틸-1,3,5-

트리비닐시클 트리실 산, 헥사비닐 실 산, 리시 타크릴 트, 비닐 , 에틸 리 비닐에

, 에틸 리 크릴 트(diethyleneglycoldiacrylate,  DEGDA),  에틸 리 타크릴 트, 

틸 미 에틸 타크릴 트, 타크릴산  1,3- 에 닐-1,1,3,3- 트 틸- 실 산, 1H,1H,2H,2H- 루

실  크릴 트,  루 실 타크릴 트,   도 카 루 헵틸 크릴 트,  타 루 닐

타크릴 트,  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9- 타 카 루 닐  크릴 트,  2- 틸-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9- 타 카 루 닐 크릴 트,  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-트리 카 루

틸  크릴 트,  2- 틸-  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-트리 카 루 틸  크릴 트,

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-운 카 루 헵틸 크릴 트, 2- 틸- 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-운 카 루 헵틸

크릴 트, 3,3,4,4,5,5,6,6,6- 나 루 헥실 크릴 트, 2- 틸-3,3,4,4,5,5,6,6,6- 나 헥실

크릴 트,  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- 나 카 루 운 실  크릴 트,  2- 틸-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11- 나 카 루 운 실  크릴 트,

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-헤 사 루 도 실  크릴 트,  2- 틸-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-헤 사 루 도 실  크릴 트,

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-트리 사 루 트리 실  크릴 트,  2- 틸-

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-트리 사 루 트리 실  크릴 트,

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14- 타 사 루 트 실  크릴 트,

 2- 틸- 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14- 타 사 루 트 실 크

릴 트   에  택 는  1  상   ,  직 게는  4-비닐 리 (4-vinyl  pyridine,

4VP),  2,4,6,8- 트 틸-2,4,6,8- 트 비닐시클 트 실 산(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl

cyclotetrasiloxane,  V4D4),  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-헵타 카 루 실 타크릴 트

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl methacrylate, PFDMA), 에틸 리 크릴

트(diethyleneglycoldiacrylate,  DEGDA),  에틸 리 타크릴 트,  틸 미 에틸 타크릴 트

또는 타크릴산  사 나, 에 는 것  니다.

상  (b) 단계에  상  단량체  상  개시  량비는 1:1~4:1   다. 직 게는 1:1~3:1   [0036]

, 상  량비  내에  착 가능  과가 다.

상  개시 는 식 1 내지 식 5 에  택 는 사 드(peroxide) 계열  사   ,[0037]

직 게는 식 4  tert- 틸 사 드  사   다. 또 , UV  같  빛에 도 어 

칼  는 (benzophenone) 등도 사   지만 에 는 것  니다.
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[ 식 1][0038]

[0039]

[ 식 2][0040]

[0041]

[ 식 3][0042]

[0043]

[ 식 4][0044]

[0045]

[ 식 5][0046]

[0047]

상  고  께는 1nm~10㎛, 직 게는 1nm~1㎛, 욱 직 게는 10~100nm   다.[0049]

상   폴리 크릴 니트릴(polyacrylonitrile), 폴리 틸실 산(polydimethylsiloxane), 폴리에[0050]

폰(polyethersulfone,  PES),  폴리 폰(polysulfone,  PSF)   폴리비닐리 루 드

(poly(vinylidenedifluoride), PVDF)   에  택 는 1   다.

본 에 어 , 상  고  막  리튬-  차 지  극  직 게 사   다.[0051]

  극보다 능  우 고 iCVD   극 시 과  고  착  가능  poly(S-r-DIB)[0052]

극  본  직   실시  다 과 같  에    다. poly(S-r-DIB)  극에

iCVD 고  는 도  도 1에 나타내었다.

Poly(S-r-DIB)는 과 - 닐 (di-isopropenyl benzene, DIB)   고  질 , 가열[0053]

체상  에 DIB  첨가 여 가 에    지 시  다. poly(S-r-DIB) 극

Super P 탄  도 재  PVDF  NMP 매  께 볼 링  어 슬러리  후, 닥  블

 탄 층  고,  마  후, 그 에 poly(S-r-DIB), 탄  도 재  PE  클 포 과

께 어  같   도포 여 다.

iCVD   극  poly(S-r-DIB) 극  다. iCVD  DEGDA 단량체  개시  여 진[0054]

  다. 챔  연결 어 는 단량체 통에 DEGDA 단량체  20~100℃  가열 고, 개시  통  개시 는 상

 지 다.  에 S-r-DIB 극   고 고 시킨 후, 단량체  개시  1:1 비  챔  에

게 고, 챔  내   50~300mTorr ,  도는 10~100℃ , 그리고 챔  내  트  

도  100~500℃  지 다.  pDEGDA 고  께(15~100nm)는 시간    다.

,  본   다  에  폴리(S-r- 닐  )에  pDEGDA가  1nm~10㎛  께  어[0056]

고, 100  사 클 후 량  900~1500mAh/g  것  특징  는 리튬-  차 지  극에 

것 다.

등록특허 10-1763356

- 8 -



iCVD 공  통  pDEGDA 고  에도 다  고 들  poly(S-r-DIB) 에   다.[0057]

, 실시  통 여 본  욱 상  고  다. 들 실시 는 지 본  시  [0059]

 것 , 본  가 들 실시 에  지 는 것  당업계에  통상  지식  가진 에게

어   것 다.

[실시 ][0061]

 1: pDEGDA  착  poly(S-r-DIB) 극  [0062]

(1) poly(S-r-DIB)  [0063]

Poly(S-r-DIB)는  90wt%, - 닐 (di-isopropenyl benzene, DIB) 10wt%   고  질[0064]

,  180℃  가열  체상  에  DIB  첨가 여  가 에     지  시

다. poly(S-r-DIB) 극  Super P 탄  도 재 80wt%, PVDF  20wt%  NMP 매  께 볼 링

 어 슬러리  후, 닥  블   탄 층  고,  마  후, 그 에 poly(S-r-

DIB) 75wt%, 탄  도 재 20wt%, PE  5wt%  클 포 과 께 어  같   도포 여 

다.

(2) iCVD   극 [0066]

iCVD   극  poly(S-r-DIB) 극  여 실험 다. iCVD  에틸 리 크릴[0067]

트(diethyleneglycoldiacrylate, DEGDA)  단량체 , tert- 틸 사 드(tert-butyl peroxide, TBPO)  개

시  여 진 다. 챔  연결 어 는 단량체 통에 DEGDA  고 90℃  가열 고, 개시  통

TBPO는 상  지 다.  에 S-r-DIB 극   고 고 시킨 후, 단량체  개시  1:1 비

챔  에 게 고, 챔  내   60mTorr ,  도는 30℃ , 그리고 챔  내  트

도  180℃  지 다.  고  께(15nm, 50nm, 100nm)는 시간  다.

 2: p4VP가 착  poly(S-r-DIB) 극  [0069]

 1에  단량체  4-비닐 리 (4-vinyl pyridine)  사  것  고는  1과 동 게 실시[0070]

여 p4VP가 착  poly(S-r-DIB) 극  다.

 3: pDEGDA가 착  poly(S-r-DIB) 극  [0072]

 1에  단량체  에틸 리 크릴 트(diethyleneglycoldiacrylate)  사  것  고는[0073]

 1과 동 게 실시 여 pDEGDA가 착  poly(S-r-DIB) 극  다.

 4: pV4D4가 착  poly(S-r-DIB) 극  [0075]

 1에  단량체  2,4,6,8- 트 틸-2,4,6,8- 트 비닐사 클 실 산(2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-[0076]

tetravinyl  cyclotetrasiloxane)  사  것  고는   1과  동 게  실시 여  pV4D4가  착

poly(S-r-DIB) 극  다.

 5: pPFDMA 가 착  poly(S-r-DIB) 극  [0078]

 1에  단량체  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10  헵타 카 루 실  타크릴 트[0079]

(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 heptadecafluorodecyl methacrylate)  사  것  고는 

 1과 동 게 실시 여 pPFDMA가 착  poly(S-r-DIB) 극  다.

 6: pMAA가 착  poly(S-r-DIB) 극  [0081]

 1에  단량체  타크릴산(methacrylic acid)  사  것  고는  1과 동 게 실시 여[0082]

pPFDMA가 착  poly(S-r-DIB) 극  다.

 7: pDMAEMA가 착  poly(S-r-DIB) 극  [0084]

 1에  단량체  틸 미 에틸 타크릴 트(dimethylaminoethylmethacrylate)  사  것  [0085]

고는  1과 동 게 실시 여 pDMAEMA가 착  poly(S-r-DIB) 극  다.

비 : bare( 어) poly(S-r-DIB) 극  [0087]

180  가열  체상  에 DIB  첨가 여 가 에    지 시   90wt%, -[0088]
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닐 (di-isopropenyl benzene, DIB) 10wt%   Poly(S-r-DIB)  다. poly(S-r-DIB) 

극  Super P 탄  도 재 80wt%, PVDF  20wt%  NMP 매  께 볼 링  어 슬러리  후, 닥

블   탄 층  고,  마  후, 그 에 poly(S-r-DIB) 75wt%, 탄  도 재 20wt%, PE

 5wt%  클 포 과 께 어  같   도포 여 다.

실시  1:  각 측[0090]

 1에   pDEGDA 고 가  poly(S-r-DIB) 극 에   울(10㎕) 어 리고 [0091]

각 (DSA, KRUSS)  각  측 고   사진  도 2에 나타내었다. 도 2는 본   실시

에  pDEGDA 고 가  웨 (wafer)   각(water contact angle)  도시  단 도 다.

착  pDEGDA 리튬-  차 지  극   각   45도  친 (hydrophilic) 질  가지고 다.[0092]

본   실시 에  DEGDA 단량체  pDEGDA고  FT-IR 그  도 3에 나타낸  같 , 착[0093]

pDEGDA  리튬-  차 지  극  단량체  DEGDA  비 여  FT-IR  그 상에  착  후에  카보닐

(carbonyl group)는 그  남 는  비닐 (vinly group)는 어들었    다.

 2~5에  iCVD 공  통   각각  다  고  SDIB 에  후 측   각[0095]

도 4에 나타내었다(p4VP:  poly  4-vinyl  pyridine;  pDEGDA:  poly  diethyleneglycoldiacrylate;  pV4D4:  poly

2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl  cyclotetrasiloxane;  pPFDMA:  poly

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10 heptadecafluorodecyl methacrylate).

도 4  iCVD 공  통  다  고  SDIB 에  실시 여 고 가 착  poly(S-r-DIB) [0096]

극     다.

iCVD  공  통  pMAA(poly  methacrylic  acid,   6)  착  후  에  척  후  SDIB  강 게  착[0098]

(adhesion)   남   과 비 여 낮  각  보 다.

도 5는 SDIB  에 pMAA 고  iCVD 공  통   /후   각  도시 다.  7에 [0100]

 pDMAEMA(poly  dimethylaminoethylmethacrylate)   경우도  마찬가지  pDMAEMA  고  척

(washing)  후에 비 보다 낮  각  보 다.

도 6  SDIB  에 pDMAEMA 고 (  7)  iCVD 공  통   /후 에 척 후 각 측[0101]

여 비  비 다.

실시  2:  트(tape test)[0103]

 트 후 웨 (wafer)에 는 각(contact angle)  변 가 나 SDIB 샘  상에 는 큰 변 가[0104]

없었다.

iCVD   pEGDMA  후  트  리튬-  차 지  극과 SDIB  간  착  여[0105]

도 7에 도시 다. 도 7에 나타낸  같 , 과  착 (adhesion)  지  pDVB  웨 (wafer)

S-r-DIB 샘 에 여  트  실시 다. 웨 는 각  크게 변  , SDIB는 간  변

만 생 여 SDIB에 는 고 가 거  어지지 는 것  다.

도 8  iCVD   pDVB  후  트  리튬-  차 지  극과 SDIB  간  착  [0106]

다. 웨 는 각  크게 변  , SDIB는 간  변 만 생 여 SDIB에 는 고 가 거  어지

지 는 것  다.

실시  3: 매  각[0108]

클 포 (chloroform)   (spin coating)  후, pDEGDA는 각(contact angle) 비슷 게 지[0109]

는  어(bare) SDIB는 각  감 다. 도 9는 pDEGDA가  SDIB 과 어(bare) SDIB 에

클 포    /후  각  측 여 도시 다.

 각뿐만 니  DOL/DME 각에 도 친 매 (philic) 질  나타내었다. 도 10  어(bare) SDIB[0110]

pDEGDA가  SDIB 에  DOL/DME 매  각  도시  것 다.

실시  4: 차 지    지 능평가[0112]

iCVD    극  러브  에  리튬 극, 리막, 질과 께 원  차 지  [0113]
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다. 리튬 극  니  각과 결 여 원   닥에 고 었고, 폴리  리막  그 에 

린  후,  질산리튬(LiNO3,  0.38M),  LiTFSI  (0.38M),  리 틸에 /

(diglycolmethylether/dioxolane, 1:1)   질  0.01mL  첨가 고  극  그 에 어 

다.

iCVD   poly(S-r-DIB) 극  지 능 평가도 같  건에  실시 여 도 11에 도시 다. [0115]

지  poly(S-r-DIB)  극  경우 100  싸 클 후 910mAh/g  량   ,  15nm

50nm  p(DEGDA)  iCVD   극  951mAh/g  1000mAh/g  각각 량  가 다. 100nm 

경우, /  과  가 여,   량 가가 상쇄  것  단 다.

상  본  내  특   상  는 , 당업계  통상  지식  가진 에게 어  [0117]

러  체   단지 직  실시 태  뿐 , 에  본  가 는 것  닌 

 것 다. , 본  실질  는 청 들과 그것들  등가 에 여 다고  것

다.

도

도 1
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도 2

도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7

도 8
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도 9

도 10
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도 11

【심사  직 보 사 】

【직 보  1】

【보 】 (고 )  

【보 】식별  0036

【변경 】

상  (a) 단계에

【변경후】

상  (b) 단계에

【직 보  2】

【보 】청

【보 】청  6

【변경 】

상  (a) 단계에

【변경후】

상  (b) 단계에
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